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AlGaN/GaN HEMT の耐圧を向上させる上で，フィールドプレートの導入が効果的であることは

実験的にも理論的にもよく知られている。これはフィールドプレートの導入によりゲートのドレ

イン端の電界が緩和されるからである。ただし，フィールドプレートの導入は寄生容量の増大を

もたらし，高周波特性の劣化につながる。フィールドプレート導入の他に耐圧を向上させる方法

として，高誘電率パシベーション膜を導入することが考えられる。これは，絶縁膜内で一様にな

ろうとする電界分布が半導体側の電界分布に影響を与え，ゲートのドレイン端の電界を弱めうる

からである。そこで，本研究では，パシベーション膜の比誘電率εrをパラメータとして AlGaN/GaN 
HEMT の電流電圧特性を２次元解析し，オフ耐圧のεr依存性を調べた。 

図１に解析対象とした素子構造を示す。ゲート長 LGは 0.3 μm，ゲート・ドレイン間距離 LGD は

1.5 μm を典型的な値とした。また，パシベーション膜の厚さ d は 0.1 μm を典型的な値とした。バ

ッファ層内に深いドナーと深いアクセプタを考慮し１），深いアクセプタ濃度を 1017 cm-3 とした２）。 
図２(a), (b)に，ゲート電圧 VG = − 8 V のときのドレイン電流 ID-ドレイン電圧 VD特性及びゲート

電流 IG-VD特性をεrをパラメータとして示す。εrの増大と共に，IGや IDが急増してブレークダウン

に達する電圧が増大することがわかる。これは，εr が高くなるにつれ，ゲートのドレイン端の電

界が弱められるためである。ただし，εrが 30 以上の場合，急激な ID上昇の前に IDが 1 mA/mm を

超えて耐圧に達したと見なされ，このときの IGの値はかなり低い。この場合，ゲート・ドレイン 
間で発生した正孔がバッファ層に流れ込み導電率変調を起こ

したと解釈される。従って，ゲート・ドレイン間距離 LGDを

長くすれば，εrが30以上のときの耐圧は上昇すると思われる。 
尚，高誘電率薄膜は GaN 系 MISHEMT のゲート絶縁膜とし

て検討されている。例として，HfO2（εr ∼ 20），La2O3（εr ∼ 27），
LaLuO3（εr ∼ 28）等が挙げられる３）。 
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a 図２ (a) ID-VD特性と(b) IG-VD特性のεr依存性の計算結果．VG = − 8 V．LG = 0.3 μm, LGD = 1.5 μm．
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